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Problema 1 (5 puntos)
Se poseen dos tzpos de pastmas semiconductoras:

,{Germamo (Ge) sin dopg/)Temperatura 300 K. Concentracion intrinseca, »; = 210" cm’
,f En el germanio la movilidad de electrones es u, = 400 (cm’/V's)
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”é?hcso (Si) dopachon una concentracid de Bo y 'iqual 7 10“ X.’m . Temperatura 300 X.
// Concentracion intrinseca, n, = 210" cm L/éan%m/mdad de elecpbnes es u, ~ 250 (cm’/V's)
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Datos:
1 L
o=cqu(cm)’ M =31, R=— _.S" q=1610"C
g
Ley del producto: n-p = n/ Boro: trivalente.

a) Calcule la relacion entre las longitudes de las pastillas (L, y L,) para que ambas presenten el
mismo valor de resistencia. (5 ptos)
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Problema 2 (15 puntos)

En el circuito de la figura 2.1 se pretende que la tensién ¥, se pueda ajustar al valor deseado,
mediante el desplazamiento del cursor del resistor R,.

\'
bb
Y Datos:

R, =12kS2 R,,=33062 ambas pertenecen a un modelo con
Pom=05Wy V,u=200V.

o3

=

*1
IF1

R,,= 1k£2, ley de variacion lineal.

Vee MOSFET: V=3V, K=ImA/V".
R2§E V2 e
l VCC = VDD =10V
Figura 2.1

a) Calcule la potencia nominal y la tensién nominal de los resistores R, Yy R.. (4 ptos)

- 2 X ,

% 6w =\ 05 470 — 49
2 < R —= fn,=0EW ) Vn =\ m =2 1
Y E"‘i <.
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Y
b) Calcule los valores de desplazamiento del cursor de R, para que el valor de V, esté

comprendido entre 3V y 5V. (Nota: exprese v’ en tanto por ciento respecto al valor mdximo de
desplazamiento). (11 ptos)
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(15 puntos)

Problema 3
Dado el circuito de la figura 3.1 y la caracteristica V-1, figura 3.2, del componente “X”, se pide:
, 5 AL, (mA)
bt X ¢
! R g X ! Vi (V)
R ) - 3 N
® 1kQ )V“' Vx = T 3 5 >
2 I
Figura 3.1
-10
Figura 3.2
a) Calcule los valores minimo y maximo de I (L. I..) para que el componente “X” trabaje
siempre en la zona /1. 3 x (8 ptos)
27 _ sep, L4 ¢4
Zoaoe I 4 ’%%‘ o = 2502 ~ } L *&?Qegg y
Iy o 1(*) @< L Vx
¢ = 3V-2502 {uh= ZA5V E )f’ T %
P
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iy € I < AYw i

b) Calcule el punto de trabajo del componente “X” si se intercambian los terminales del mismo.
Para este apartado utilice el siguiente dato /=10 m4 (7 ptos)
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(15 puntos)

Problema 4
Del circuito de la figura 4.1 se conoce
R1
I 5 A T
{ i z
T, !DB%% Datg?'d Dy: V,=0,6V
E :‘::‘: (gui RL 1040 I Y v )
’ g Diodo Dy: |V, =54V, |Izx|=1mA, I =80m4
Figura 4.1
a) Calcule los valores de R; que hacen que e | diodo D, funcione en la zona zener. (10 ptos)
Dato E=50V <, D, entel o demin D¢ Al oater poe DiRECEE
Qa;gg;,; o g‘sﬁ oRE %g@miﬁ{}ﬁ{;@%%&ﬁm Lia Qgé&wf &3%5& é I&z E;; Z’E’{\%
s . Y ) w"’% .
- . & -y %f; Vyslp e f «}- L
dop & Lz= Ii- jz - 7 Ry < Ten * 2 E
gé}j L. “‘f*““""' %
é <R,
E/f H és N Sié { “% -
¥l 6V o4 ot
%;);L > X z . ’ 4 = 6 ;Cgéil ;
E-Vy-Vi T TOR 5%
e Taw 4 - A iy
{}’i & éé.}»z
%3@ ifég, é 6/ + S W
3 Y %{? B [t y -
R, & — , = 50 § e5T6n < R, (50
-V V;; . &\ Gés 5@%“5 .
e T - JOwh
4 5@
(5 ptos)

de entrada del circuito de la figura 4.2 es cuadrada con un ciclo de trabajo D=80%.

b) La sefial
Calcule el margen de frecuencias de la sefial de entrada para que el diodo conmute.
Datos: Diodo Dy: V=0,6V, t,=25ns, t,=60ns
Ve, = -5V, Vey=5V; R =1k$2

v %02 csi Vo= =-S5V Dy 4w BN
B=UD) Ty, Ty -2 lss < My
= = ‘ ° A-D 40T
Figura 4.2 ;, !
Cu=DF T3 'ﬁg“ = ‘ij - ¥Bas <33 HH
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Problema 5 (20 puntos)

El circuito de la figura 5.1 se ha utilizado para medir los tiempos de conmutacion del transistor.
Para ello se introduce una sefial Ve cuadrada de niveles 0V'y 10V, y se mide la tension V.

]— Los datos que se conocen son:
RC§
. \L ;mg Transistor:
BtV Rp=1k2
ey ~ B g
R ﬂ =50 Re =500 2
Lo Vagy=-0.6 V
Ve Veesa =-02V Vee =10V
L Veg
Figura 5.1

a) Calcule el punto de polarizacién del transistor para los dos valores de la tension de entrada Ve,

Ve=0V'y Ve=10V. N Ve < —0,2V (10 ptos)
PR S SoXUEston- —AG+06
o Voot T e sshasen {5 e Ry
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o : , / .
¢ oN | oFe on
R S ¢t

b) Si la frecuencia de Ve que se ha utilizado es f = 7,5 MHz, calcule los pos:bres valores del ciclo

de trabajo. (Datos: t,,=25ns, t,;=75ns). Lﬁ} (10 ptos)
j{. - ,«ffi — T T {i‘ T } T
T =T .
C:f, ;» 8??3
Py o "'T“ g -~ ¢ Vf/T; a - ‘?’"
§€: K\ﬁ\ Qs‘*:“’% i? TR O U H éﬁﬂ d}"’ 5}‘
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Problema 6 (20 puntos)

Dado el circuito de la figura 6.1, las ecuaciones y graficas de los transistores JFET, se pide:
R1

V1 Datos:
Upgs|= 8mA Ecuaciones transistores JFET
ve T V=4V Ecuacion de Corte: In=0
Ecuacion de Saturacion: In=k (Vas-Vp)
v, =10V Ecuacion de Ohmica: Rps=1/(k (Vos-Vp))
R2 Nota: k=Ipy/Vp"
1 R=1kQ Vosa=VosVp
Figura 6.1 Ro=2 ka2 1
‘D‘k A0 A’ln
{Dsi ‘{D-ss
i sat
Conduccidn Conduccién Oh / Vst
Corte - Carte Zz Coge
Ve Vesi Vs : Vasi Ve v o ~Vps
Vou=Vesi-Ve Vpe=Vosi-Ve
Curvas -V de JFET canal N Curvas I-V de JFET canal P
a) Calcule el margen de valores de Ve que hacen que el transistor trabaje en corte. (5 ptos)

b) Calcule el valor de la tension de entrada Ve, que hace que el transistor trabaje en el limite
entre éhmica y saturacién, e indique ademas para que valores de Ve el transistor trabajara en
6hmica y cudles hacen que trabaje en saturacién. (15 ptos)
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Problema 5 (20 puntos)

El circuito de la figura 5.1 se ha utilizado para medir los tiempos de conmutacion del transistor.
Para ello se introduce una sefial Ve cuadrada de niveles 0V'y 10V, y se mide la tension Vs.

l__ Los datos que se conocen son:
R¢ )
Transistor:
Vs R =1k

N p=350 Re =500 2

+ B 1 4 BEy = -0,6 V
Vel Vegsa =-02V =10V

—__L Vee

Figura 5.1

a) Calcule el punto de polarizacion del transistor para los dos valores de la tension de entrada Ve,
Ve=0V'y Ve=10V. (10 ptos)

b) Si la frecuencia de Ve que se ha utilizado es f = 7.5 MHz, calcule los posibles valores del ciclo
de trabajo. (Datos: t,,=25ns, t,;~75ns). (10 ptos)
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(20 puntos)

Problema 6
Dado el circuito de la figura 6.1, las ecuaciones y graficas de los transistores JFET, se pide:
R1 K5t
k> V1 Datos:
i Upss| = 8mA Ecuaciones transistores JFET
“ WVol=4V Ecuacién de Corte: In=0 ,
Ecuacion de Saturacion: In=k (VgsVp)
vV, =10V Ecuacién de Ohmica: Ros=1/(k (VisVe))
1 7
, z Zf ;fé Nota: k‘—=stJVP
m,i:m” R,=1k$2 N m?;% L iy #A {} 5 ﬁ/% v Vosa=Vos Vo
. Rit e Ry=2 k2 e
Figura 6.1 . 1
A ' A0 A-Ip
D
I;}g ‘IDs
Sat
Conduccidn Conduccidn Oh: / Vost
Corte » co{‘s .............. Coi
Ve Vst V(;; a} Vast Ve VVGS y____,’ -Vos
VDm=VSGS!'vP ¢ ¥ Vpu=Vasi-Ve
Curvas IV de JFET canal N { Curvas I-V de JFET canal P
a) Calcule el margen de valores de Ve que hacen que el transistor trabaje en corte. (5 ptos)

é %Cﬁbic% {;g} {i‘ﬁ Cg‘g’*&éﬁ' ?}i:g é: ij? ¥ j{’/ﬁ/i ﬁ?\"“‘éﬁ I«& i}f%"

G-Vis = TyR, =8 Ws=ve €Vp Ve € Vp=-4v

b) Calcule el valor de la tension de entrada Ve, que hace que el transistor trabaje en el limite
entre 6hmica y saturacion, e indique ademas para que valores de Ve el transistor trabajara en

6hmica y cuales hacen que trabaje en saturacion. (15 ptos)
'/éﬁ%% sutre {;:ﬁmzw\ §f Lityrgeion Tp=k (- ??5 F:f“igd&% ]
g A o F " j f zgg ¢ . oS %
o= Vised = Vgs- Vp V- Vgt = I (Rt )
Z g s i i o e B I
E / 5 & e 73 1‘, f/ 17 7 it 2’ R H £ 4 %’é%@‘ = 2 24 V;
asat (‘5‘ {Qiﬂ@}*%g&g - V= % ,fﬂ:ﬁ%&& %ﬁg}&&% {6 =% 2 5 t f ‘
| Visab s - 2%V
/ o/ L jg - 5 0 g = “4‘%315 = - e 4
%”;g%‘: Visgp + Vp = 2230 - f Jog. = Kg%% i’;’;&wf%/g L20 = 4536w 43
Ve-igs = do Ry, L b e Vea Ve = Inga Ry
o ) g B
1 : ; a
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Problema 7 (10 puntos)
Dado un transistor como el de la figura 7.1 (ver datos adjuntos). Responda las cuestiones:
LPDmax(\V)
A
J -
J Py = 2W (hasta Ta =25 °C)
[f’ Toaax = 150 °C
Figura 7.1
Q »>
0o 25 A50 Ta(°C)
Figura 7.2

a) Complete la figura 7.2 con los valores que falten y calcule el valor de resistencia térmica del

transistor.

/5\5;;’1 -

A70-25 _ 42,

ot

b) Calcule la temperatura ambiente maxima a la
VDS =]0V

] [ o v/
?@"‘ g olp= /{?%

(3 ptos)

5 "g&/

que podria trabajar el transistor si I, = 180 mA 'y

2 (4 ptos)
P Drar e
Dorsx K

Tﬁl :‘gm - %‘&h s /v}?} _ /{,g égij' — 31} S’M‘:;Cﬁ
. -
I
H

¢) Si queremos trabajar con I, = 180 mA 'y Vps =10 V a una temperatura ambiente de 60 °C, indique

qué disipador habria que utilizar. (Datos: Ru,=20°C/W, Ry.a=0°C/W) (3 ptos)
\ —
Jo Y Vs QE}\%& < e
o Lo o
Kinw. & e f} ° - So /W
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! - I L 50
17 4 K -
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